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nteraction médicament protéine

En utilisant la spectroscopie de fluorescence femtoseconde nous
avons mis en évidence des effets stériques dans l'interaction
entre un médicament et une protéine ; ceux-ci jouent un réle

Comme l'albumine contient, en plus du Trp, pres de 600 autres
acides aminés, pour bien distinguer I'interaction FBP-Trp, nous
avons aussi examiné deux dyades modeles dans lesquelles le Trp

dans I'action pharmaceutique du principe actif.

et le FBP sont liés de facon covalente. Celles-ci,

Nos études ont porté sur le flurbiprofene (FBP),

un anti-inflammatoire non-stéroidien chiral, et ., -
Ialbumine sérique humaine (HSA). Le FBP peut 2 ¢
interagir spécifiquement avec le tryptophane =
(Trp), un acide aminé aromatique présent dans & 0.6
I'albumine puisqu’aprés la photo-excitation &
des transferts d’énergie ou d’électron peuvent = 04
avoir lieu trés rapidement. Ces processus S

L. X . . o 02
non-radiatifs sont extrémement sensibles a la
structure locale. Ainsi, I'évolution temporelle 00

dénommées (S,S) et (R,S), correspondent a deux
formes chirales différente du médicament, le (S)-
ou le (R)-FBP, et la forme (S)-Trp. Nos expériences
ont montré que les déclins de fluorescence du
FBP dépendent fortement de la chiralité, aussi
bien dans les dyades que dans le complexe avec
la protéine. En outre, l'anisotropie de fluores-
cence montre que la chiralit¢é du médicament
affecte également les mouvements locaux du FBP
lorsqu’il est lié a la protéine, ceux de la forme (S)

de la fluorescence aux temps courts informe
directement sur la structure et la dynamique
du complexe médicament/protéine.
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Déclins de fluorescence a 310 nm de

(S)-FBP (noir), la dyade (S) FBP-HSA (S,S)
(rouge) et la dyade (R) FBP-HSA (R,S)

(bleu).

$SPCSI Morphologie et densité électronique d’un plan de graphéne sur SiC
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Le graphéne qui est un plan élémentaire de graphite, apparait
comme un matériau de choix pour de nombreuses applications
technologiques compte tenu de ses propriétés remarquables.
Une voie d’élaboration prometteuse de ce matériau pour une mi-
cro/nanoélectronique
ultra rapide passe parla
croissance de graphéne
épitaxié sur SiC(0001).
Cependant, la morpho-
logie et les propriétés
électroniques de ce
graphene restent mal
connues malgré de
nombreuses
expérimentales par dif-
férentes techniques et de |a maille 1.9nm.

des calculs théoriques.

Dans le cadre de la thése de José Antonio Moran Meza, un feuil-
let de grapheéne épitaxié sur la surface SiC(0001) reconstruite
6V3x6V3 R30 a été étudié a I'aide d’un microscope développé
au laboratoire combinant un microscope a effet tunnel (STM) et
un microscope a force atomique (AFM) fonctionnant sous ultra

vide. Cet instrument basé sur un diapason en quartz permet
dans un premier mode d’obtenir simultanément la topographie
STM de la surface et une cartographie du gradient de force
se développant entre pointe et surface ou bien dans un autre
mode la topographie
AFM et la cartographie
en courant tunnel en
appliquant une tension
sur la pointe. L'étude
des images obtenues
dans ces deux modes
de fonctionnement
révele un effet com-

études Topographie AFM (gauche) et cartographie en courant tunnel du graphéne épitaxié. Les mailles biné du substrat sous-
bleues indiquent des quasi-mailles de la surface reconstruite du substrat soulignant les maxima
en courant tunnel (étoile) décalés par rapport aux bosses topographiques (disque bleu). Coté

jacent et de la pointe
sur la morphologie du
feuillet de graphene
ainsi qu’une interdépendance entre courant électrique et gra-
dient de force. La perturbation provoquée par la pointe du mi-
croscope doit donc étre prise en compte dans l'interprétation
des images expérimentales a partir des calculs théoriques sou-
vent effectués sur des systémes modeles.






